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Sposéh zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego,
oraz klucz elektroniczny do zwierania lui rozwierania toru sygnatu elektrycznego

Przedmiotem wynalazku jest sposdb zwierania fub rozwierania toru sygnatu elektrycznego oraz klucz
elektroniczny do zwierania i rozwierania toru sygnatu elektrycznego, majacy zastosowanie w obwodach elek-
trycznych.

Znany sposéb zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego polega na sterowaniu stykami
kontraktronu. Niedogodnoscig kontaktrondw jest dYugi czas otwierania i zamykania oraz mozliwo$é wystepowa-
nia iskrzenia na stykach. Ponadto kontaktron ma ograniczone pasmo czestotliwosei impulsowania.

Istota wynalazku polega na tym, Ze zmienia sie warto$é impedanci sprzezenia zwrotnego wzmacniacza
operacyjnego, poprzez skokowg zmiane sterowania tranzystora polowego, bocznikujacego te impedancje.

Klucz elektroniczny do zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego, wedtug wynalazku, zawiera
wzmacniacz operacyjny, ktdrego impedancja sprzezenia zwrotnego jest potaczona réwnolegle z tranzystorem
polowym. Bramka bocznikujgcego tranzystora polowego jest potaczona z Zrédiem sterowania lub poprzez
dodatkowy tranzystor polowy i tranzystor warstwowy zZrédtem sterowania, w celu zwigkszenia sygnatu
sterujgcego.

Zaletg sposobu zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego i klucza elektronicznego wedtug
wynalazku, jest wyeliminowanie czesci ruchomych oraz uzyskanie szybkiego i pewnego dziatania. Ponadto zaleta
jest réwniez uzyskanie wysokiego pasma przenoszenia sygnatow.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadowym rozwigzaniu na rysunku, ktdéry przedstawia
klucz elektroniczny schematycznie. -

Klucz zawiera wzmacniacz operacyjny W, ktéry ma wtorze sprzeZenia zwrotnego impedancie Z.
Réwnolegle z impedancjg Z jest potaczony bocznikujacy tranzystor polowy MOSFET F; ktérego Zrédto jest
potaczone z wejsciem wzmacniacza W, a dren z jego wyjéciem. Bramka bocznikujgcego tranzystora Fy potaczona
z drenem dodatkowego tranzystora polowego MOSFET F, taczy sie poprzez rezystor R; z ujemnym biegunem
Zrédta napig¢cia. Obudowa tranzystora bocznikujgcego F; oraz Zrédta tranzystora dodatkowego F, ztgczone
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z jego obudowa, sg potaczone z dodatnim biegunem Zrédta napiecia. Ponadto Zrédto dodatkowego tranzystora
polowego F, jest potaczone z kolektorem tranzystora T, ktérego emiter jest potgczony z masg a baza poprzez
rezystor R, z Zrédtem sygnatu S.

Spos6b zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego, wedtug wynalazku, polega na tym, Ze
zmienia si¢ impedencje Z sprzeZzenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego W, poprzez skokowa zmiane
sterowania tranzystora polowego F; bocznikujacego ta impedancje Z.

Boczniku]’qcy tranzystor polowy F; steruje sie impulsami ze Zr6dta sterowania. Przy potaczeniu kilucza
z elementami logicznymi, stosuje si¢ dodatkowy tranzystor polowy F, ktérym zwieksza si¢ i dopasowuje sygnat
sterujacy do wielkosci napigcia, wymaganego przez tranzystor polowy MOSF_[ET.

ZastrzeZenia patentowe

1. Sposéb zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego, znamienn y tym, Zze zmienia sie
warto$¢ impedancji sprzezenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego, poprzez skokowa zmiane sterowania
tranzystora polowego, bocznikujacego te impedancie.

2. Klucz elektroniczny do zwierania lub rozwierania toru sygnatu elektrycznego, zawierajagcy wzmacniacz
- operacyjny, znamienny tym, Ze impedancja sprzezenia zwrotnego (z) wzmacniacza (W) jest potaczona
réwnolegle z bocznikujacym tranzystorem polowym (F,), ktérego bramka jest potaczona z Zrédtemsygnatu
sterowniczego (S).

3. Kluecz wedtug zastrz. 2, znamienny tym, Ze bramka bocznikujacego tranzystora polowego (F,)
jest potgczona poprzez dodatkowy tranzystor polowy (F,) itranzystor warstwowy (T) z Zrédtem sterowania
(S), w celu dopasowania i zwiekszenia sygnatu sterujacego.
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